Elektronika 1. pot-pot ZH 2020. 12. 18.

1.) Feladat e
Ji: N csatornas JFET, lpss=11,8mA, Ut =10V, R1=423Q R
§423
Kérdések: a
a.) Mekkora a Drain - Source fesziiltség munkaponti értéke ¢ " ‘ fxl)”
Upso="? 5p ” EVA
b.) Mekkora dram folyik az Ut egyenfesziiltség generatoron, ha (" ug
Uy =0? 5p l/
~ <
C.) U egyen fesziiltségii generator 1V kapocsfesziiltséggel, 1 J I
egyendramu generdtor ImA drammal, R =1kQ. Mekkora 4 +\\U 1mA[ ,\\\” R
az U egyen fesziiltség generatoron atfolyd aram ly=? N4 . 1k
5p
¥ AV
R1 ?;:k
. Cfﬁ" d.) T: NPN tranzisztor B=co, Uggo=0,6V,
o gm L. USL0V, Ri=/kQ R:=1kQ, Re=4,4kQ
e =" 1 (D% Re=10k0.
A T tranzisztor normal aktiv tartomanyban
" R o2 miikodik? 5p
4.4k 1

Megoldas:
a) lgy=lps =11,8mA U,,=U, —I,,R, =10-11,8-10°-423 =5V

b.) Iy, = lpo = lpss =118MA

c.) 0, mert a csomopontba az aram generator felél 1mA folyik, és ekkora aram folyik az 1V-0s

fesziiltségen 1évé 1kOhmos ellenallason is.

i_UBEO

5-0,6
d) I, =-2 =

Re 44

=1mA Az ImA kollektor aram (B végtelen) a 10kOhmos ellenallason 10

V-ot ejtene, tehat a tranzisztor maradék fesziiltsége OV lenne, bazis kollektor didda kinyit, az 1mA
kollektor aram nem tud kialakulni, ez a tranzisztor felitésben van, nem a normal aktiv tartomanyban.




2.) Feladat T1, T2: NPN bipoldris tranzisztor, B=o, Uggo=0,6V,
Ts: NPN bipolaris tranzisztor B==99, Uggo=0,6V

+Ut

U=10V, R1=5kQ, R»=19,4kQ, R3=10kQ, R4=10kQ,
§1R92.4k :; " Ci—eo.
&g Ry CD " Kérdések:
R o <_I a.) leo1=?, leo2=?, leos=?  5p
o RN 1, b.) Kisjelii helyettesitdkép 5p
* ‘ ¢)Rue=?  Rki=? 5p
T1 li T2 * CQJtUV d) ﬁ =? 5p
Ug

Megoldas:
Mivel Ty, T2: NPN bipolaris tranzisztor és B=o:
2U,-U,, 20-06

IEOl = Rz = 104 =1mA, IEOZ = IEOl =1mA IEOS = Icoz =1mA
M = Y =26Q
Uegs Ry
e
_» ] .
Rs (1-0)iez _Td3 le3

\ 4 O
Ug Ube }aies Ra Q luki
\

R, = Upe _ |e3(rd3 + R4)

e = —4) = (1+ p)r,, + R,) = (1+99)(26 +10000) = 1002.6kQ
e (1_a)le3

| Rkl
Rs (1-a)ies  Fd3 le3 | I

Uki
R, < U~ Aol +ilis e 00110000 +26-1260
Iki Ie3
Ug i.sR, B R, _ 10000 0,987
U, (s +R)+(Q-a)izRy 1y +R,+(1-a)R, 26+10000+0,01-10000
Ugyanerre az eredményre igy is juthatunk:
Uki _ Ype Yii _ (1+ﬁ)(rd3+R4) R, _ (1+ﬂ)R4 _ R, _ R,
Uy Uy Uy @+ BN +R)+R 1y +R, (14 B)Nrys +R,)+ R [+ R, + : R, r,+R,+(1-a)R,
1+ 4
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3.) Feladat Hatarozza meg az abra szerinti aramkér kivezérelhetSségét.
+Ut T: NPN bipolaris tranzisztor, B=f =0, Un=0,6V,

Ui=10V, Rc=5kQ, Re=9,4kQ, R=9,4kQ, C1— 0.
RC Ut srdésel
5k N ov Keérdeések:
: ®
=7
. a a.) Ugy =" 5p
NPN b)UL=2Ug=7? 5p
s — c) U= 2 Uy =2 5p
Rt 1 d.) Rajzolja fel a maximalis amplitadoju 1kHz-es
9.4k C_) 10v szinuszos kimendjel id6fiiggvényét. o5p
§RE Ut
9.4k
Ut
Megoldas:
Mivel Ty, T2: NPN bipolaris tranzisztor és B=o:
u,-u -
lgp =——— 250 = 10-06 =1mA, leo = lco =1MA, mert B végtelen
R 9,4
R, =R. + R =14,4kQ, R, =R. +(Rz xR, )=5+9,4/2=9,7kQ

Uggo =2U, — 1R, =2-10-1-14,4 =56V
Uk =Uq, U, =56-06=5
Ug = 1R, =1-97=9,7V

R, xR¢ 4,7

U, =UZ =5 = 2,4V
RxR. +R.  47+5
R xR
Up =Ug —XRe g7 4T _ 49y
R, xR +R; 4,7+5

A maximalis amplitidoju szinuszos kimendjel:
T uki(t)

2,4V

v

/\
VARV :

1ms

-2,4V
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4.) Feladat Ti: n-csatornas JFET, Up = -1V, Ipss = 0,5 mA, T2: NPN tranzisztor B=f—w, Uggo=0,6V

+Ut

Ut =15V, Rp =10kQ, Re=4,3kQ2

:‘:k Kérdések:
ube2 *"I’/"I'Z a) IDO:?’ 5p
Rpe . Rui b.) leo=? 5p
Rg—> ™ uki ff”/ \;L'J;V C') Rbe:?, Rii=? 5p
ﬁ—r ! T d.) Abrazolja a bemend és a kimendfesziiltség
r o o Lre 1dofiiggvényét kozos diagramban, egyenfesziiltség
e ask helyesen, ha az ug generator ImV csticsértékii 1kHz
1 frekvenciaju szinuszos fesziiltséget 4llit el6. 5p
- ~7 <~ ~ Megoldas
Ugo =0 I oo = lpss = 0,5MA
2 —— 2 ————
S:m IDSSIDO:I 0,50,5:1m8
P
U = (I po T (1_ A)IEO)RD +Upggo + IgoRe
|- U, —Ugo — 150Rb _ 15-0,6-0,5-10 _219mA
% (1-AR, +R. 0-10+4,3 ’
U
(=D 20V 990
lco  219mA
Ui _ Use Uy Uyi
ug ug ube ubeZ
ube
Rbe = - 1 Rbez ©
ug
Ubeo _ Rp X Rpes _ 10x —_10
ube 1 1
S
Ug _ Re _ 4300 — 0,997
Ue, Iy +Rg 119+4300
Ui _ Ube Unez Ui =1- (_10). 0,997 = -9,97
ug ug ube ubeZ

R, =R x[r, + (- a)R, |=Re x1, ~r, =11,9Q

Uo =U, = 15,Rp “Ugg =15-0,5-10-0,6 = 9,4V

A
u(t)
ukiM=9.4V+9,97mV. uki(t)
uki0=9,4Vv
ukim=9.4Vv-9,97mV
ube(t)

imV AN AN g
~ >
Ims t
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e

e

5.) Feladat Hatarozza meg az alabbi teljesitményfokozat paramétereit optimalis munkaponti ,,A” osztalyu
mikodést és szinuszos kimeneti jelet feltételezve.

Ut =12V, Un =2V, R =10Q,A=1

T Ringc = 2°C/W, Ta=85°C, Tomax=150"C
T I: U Kérdések:
Tl »—l:b—-L a.) A maximalis kimeneti teljesitmény: Pavax = ? 5p
2 R, b.) A tranzisztorok maximalis kollektor-emitter (emitter-kollektor)
< fesziiltsége és arama: Ucemax = ?, Uecvax =2,  lemax =? 5p
c.) Mekkora lehet a Iehet6 legkisebb hiitéborda héellenallasa Rincamax =?  5p
°-Y, d.) Mennyi lesz a lehet6 legkisebb hiitéborda feliileti hémérséklete maximalis disszipacio
esetén? 5p
Megoldas:
Uz 2
a) U, =U,—U_ =12-2=10V, p, =LY 107 _ g,
2 R, 20
u,-u, 12-2
b.) logy =—= =0,5A
) Loon 2R, 210
U kiMax
|EMax=2|oom=R—=1A, Ueeya = 2U, —U, =2-12-2 =22V
f

c.) A disszipacios teljesitmény maximuma egy tranzisztorra (jelalak fiiggetlen, a kivezérlés nélkiili esethez
tartozik):

PDMaxltr = Pltelep = Ut I 0= 12.05=6W

2 Tova~Taus—PoRuc _150-85-6-2 . C
thCAMax — P - 6 — U W
D

d.) A hiitéborda maximalis hdmérséklete a lehetd legkisebb hiitébordaval:

TJ = TA + PD RthCA + PD RthJC

T. =T, +P,R,,c =85+6-88=138Celsius

Képletgyiijtemény
__B_ __B B A p=—2%
1+B 1+ 1-A l-«
2

Us _ Rp
ube 1
S

R = Re x|ry +{1- )R, |

2
i=1 [UGS_UPJ
D — 'D00 U

P

TJ = TA + PD RthJC + PD RthCA
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